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I

Funkcni vzorek

Budici obvody s desaturacni ochranou a impedancnim

prizplisobenim Fidicich signald pro 8 MOSFET tranzistor(

v

V souladu s definici uvedenou v dokumentu
Uradu viady CR, ¢&j.: 6951/2012-RVV
,Metodika hodnoceni vysledkl vyzkumnych
organizaci a hodnoceni vysledkd ukonéenych
programu (platna pro Iéta 2010 a 2011 a rok
2012)" je uplatinovan funkéni vzorek ,Budici
obvody s desaturaéni ochranou a
impedanénim pfizplsobenim fidicich signall
pro 8 MOSFET tranzistort“.

Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti
s feSenim projektu VHC — zak. &. 22 9038.

Inteligentni driver pro buzeni osmice CMOS
tranzistord v diskrétnim provedeni se =z
hlediska funkénosti déli na nasledujici ¢asti:
vstupni ¢ast pro impedanc¢ni pfizplsobeni s
fidici jednotkou, vykonovy (budici) stupen a
galvanicky oddélené zdroje. Driver je pouzit
2 H-mastkd

MOSFET tranzistorli a z divodu funkénosti je

pro napajeni sloZzenych z
proto nutné mit galvanicky oddélené zdroje

pro spodni a horni tranzistory.

Systém je navrzen tak, aby splfoval
nasledujici parametry: galvanické oddéleni
vykonové a fFidici ¢asti Uisol=2,5kV (véetné
zpétnych  chybovych
1-100kHz,

soucastky proti zkratu pomoci Desaturacni

hlaseni), spinaci

frekvence ochrana  vykonové

ochrany.



